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9 STRUCTURA DE DOZIMETRU PE BAZA DE CAPACITOR
MOS CU POARTA FLOTANTA DIN NANOCRISTALE
DE GERMANIU, S| PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA

(57) Rezumat:

Inventia se refera la o structura de capacitor MOS cu
poartéd flotantd, din nanocristale de Ge imersate Tn
HfO,, si la un procedeu de realizare a acesteia, struc-
tura fiind utilizatd pentru monitorizarea dozelor absor-
bite in aplicatji spatiale, radioterapie, dozimetria perso-
nala si aplicatii militare. Structura conform inventiei
contine trei straturi, si anume: HfO, de control/strat cu
nanocristale de Ge imersate in HfO,/HfO, tunel/substrat
de Si. Procedeul conforminventiei consté in depunerea
structurii cu trei straturi pe o placheta de Si, prin pulveri-
zare cu magnetron, urmata de un tratament termic rapid
in Ar, pentru formarea nanocristalelor de Ge imersate
in HfO,, cu rol de poarta flotanta. Structura conform
inventiei are proprietati de dozimetru, cu sensibilitate de
ordinul 1 mV/Gy la doza de 200 Gy obtinuta de la o
sursa o de 241 Am.
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Figuri: 2
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